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Устранение перегрева активной области мощных светодиодов (СИД) 
требует снижения их внутреннего теплового сопротивления. Для этою 
необходимо оптимизировать размеры кристалла, способы его посадки, 
типы корпусов. Одним из перспективных методов получения информации 
о значениях тепловых сопротивлений элементов конструкции СИД 
является использование переходных электрических процессои,
обусловленных разогревом собственным током, представлен Hf 
результатов в виде временного спектра тепловых сопротивлений и 
проведение его идентификации [1].

В настоящей работе на основе данного метода проведен аналш 
структуры теплового сопротивления современных мощных СИД 
различных типов, установлен определяющий вклад в него слоя посадки 
кристалла на теплоотводящее основание. На рис.1 в качестве примсрп 
приведены результаты идентификации структуры тепловою
сопротивления СИД Lumileds Star.

Рис.1. Спектр тепловых сопротивлений СИД Lumileds Star (1 Вт). 
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